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(3) Schaltungsanordnung zur Bereichsunnschaltung in Hochfrequenzempfangern 

@ Herkommliche Schaltungsanordnungen zur Bereichs- 
umschattung zwischen verschiedenen Bandern (UHF, 
VHF) bei Femsehempfangern verwenden MOS-Tetroden, 
deren Arbeitspunkteinstellung nicht unproblematisch ist. 
Die MOS-Tetroden der erfindungsgemafSen Schaltungs- 
anordnung weisen an ihrer Source-Elektrode unabhangig 
vom ausgewahlten Bereich konstantes Potential auf. 
Neben der EInsparung von Bauelementen erleichtert die 
Erfindung die Dimensionierung der Schaltungsanord- 
nung. 

Die Erfindung findet Anwendung bei alien Hochfrequenz- 
empfangern mit mehreren Frequenzbereichen, zwischen 
denen umgeschaltet wird. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Schaliungsanordnung zur Um- 
schaltung der Hmpfangsbcreichc in Hochfrequenzempfan- 
gem, insbesondere in Femseh- und Rundfunkempfangem. 

Hochfrequenzempfanger dienen zur Auswahl einer ge- 
wunschten Frequenz aus einem Gernisch aus einer Vielzahl 
dem Empfangcr beispielsweise iiber eine Anlenne zugefuhr- 
ten Frequenzen. Die gewunschie Frequenz wird von den 
rest lie hen empfangenden Frequenzen getrennt und das mit 
ihr uberiragene Signal durch Demodulation gewonnen. Der 
Empfang verschiedener Femseh- oder Rundfunkprogramme 
wird durch Abstimmung des Enipfangers auf die Frequenz, 
mit der das jeweilige Programni ausgestrahlt wird, ermog- 
licht. 

Die zu Ubertragungszwecken benutzten Frequenzen sind 
in Bereiche eingeieilt, die als Frequenzbander bezeichnet 
wcrdcn. Ublichcrwcisc sind Empfangcr auf cin Frequenz- 
band oder mehrere Frequenzbander einstellbar. Das hat den 
VorteiL daB eine Empfangseinheii nicht fur alle zu empfan- 
genden Frequenzen ausgelegt sein niuB, sondem Teilemp- 
fangseinheiten vorgesehen sein konnen, die jeweils nur ein 
Frequenzband abdecken. Die Abslinmikreise in den Tei- 
lempfangseinheiten sind dann auf das verhaltnismaBig 
kleine Frequenzspekiruni des jeweiligen Bandes optiiiiiert. 25 

Da nicht nur eine Empfangseinheit, der alle empfangba- 
ren Frequenzen zugefuhrt werden, vorhanden ist, sondem 
eine der Teilempfangseinheiten je nach Frequenz, die detek- 
tiert werden solU ausgewahlt werden muB, ist eine Bereichs- 
umschaltung notwendig. Mit der Bereichsumschaltung wird 30 
die Teilempfangseinheit akliviert, die dem Frequenzbereich 
zugeordnet ist, in dem die gewiinschte Frequenz liegt. Die 
von der jeweiligen Teilempfangseinheit detektierte Fre- 
quenz wird dann einer fur alle Teilempfangseinheiten ge- 
meinsamen Stufe zur weiteren Verarbeitung, beispielsweise 35 
Demodulation, zugefuhrt. 

Die bei der Femsehubertragung benutzten Frequenzen 
sind in drei Bander unterteilt. Das untere VHF-Band (VHFl) 
umfaBt das Frequenzspektrum von 45 bis 126 MHz, das 
obere VHF-Band (VHFII) die Frequenzen 133 bis 407 MHz 40 
und das UHF-Band das Frequenzintervall von 415 bis 
860 MHz. Fur den VHF- und den UHF-Bereich werden in 
der Regel elektrisch unabhangige Teilempfangseinheiten 
eingesetzt, die bei vielen Empfangern je einen Mischer und 
einen Oszillator enthalten. Die Bereichsumschaltung erfolgt 45 
uber bestinunle Steuersignale, die den gewiinschten Mi- 
scher und Oszillator einschalten. 

Sc haltungsanordnungen zur Bereichsumschaltung in Tu- 
nem sind in der EP 0 457 934 und in der EP 0 457 932 be- 
schrieben. Die Schaltungsanordnung nach der EP 0 457 932 50 
isi zur Bereichsumschaltung in Tunem mil mindestens zwei 
Bereichen ausgelegt. Fur jeden Bereich ist eine MOS-Te- 
irode, die iiber eine Schalteinrichtung aktivierbar ist, vorge- 
sehen. Die MOS-Tetrode einer der Vorstufen wird einge- 
schaitet, indem ihr Source-AnschluB iiber eine Schallein- 55 
richtung mit dem Bezugspotential der \fersorgungsspan- 
nung verbunden wird. Die jeweilige Vorstufe laBt sich also 
iiber die Hohe des Potentials am Source-AnschluB ihrer Te- 
trode aktivieren. Damit die Tetrode ausgeschaltet ist, wenn 
der Source-AnschluB nicht auf Bezugspotential liegt, muB 
iiber Spannungsteiler ein wohldefiniertes Potential an einem 
Gate-AnschluB und dem Source-AnschluB der Tetrode ein- 
gestellt werden. 

Der Nachieil hierbei ist, daB fur die Spannungsteiler Wi- 
dcrstandc mit einem gcringcn Tolcranzbcrcich bcnutzt war- 
den miissen. Weilerhin ist nachteilig, daB das Ausgangssi- 
gnal am Drain-AnschluB der Tetrode von der Diniensionie- 
rung der Spannungsteiler abhangig ist. 
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Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine 
Schaltungsanordnung zur Bereichsumschaltung in Hochfre- 
quenzemp^ngem anzugeben, die mit bisherigen Hochfre- 
quenzempfangem funktions- und softwarecompatibel und 
5 deren Schaliungs- und Entwurfs auf wand gegeniiber den bis- 
her bekannten Schaltungen reduziert ist. 

Diese Aufgabe wird durch eine Schaltungsanordnungen 
mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 gelost. 

Die Erfindung hat den Vorteil, daB die Widerstande fiir 
to den Spannungsteiler am Source-AnschluB entfallen. Dem- 
entsprechend verringert sich auch der Aufwand fiir die Di- 
mensionierung. SchlieBlich laBt sich auch der Rachenauf- 
wand fiir die erfindungsgemaBe Schaltungsanordnung ge- 
geniiber herkommlichen Schaltungsanordnungen reduzie- 
15 ren, was insbesondere bei Realisierungen als integrierter 
Schaltkreis von Bedeutung ist. 

Weiterhin ist vorteilhaft, daB das Ausgangssignal der 
Halblcitcrschaltclcmcntc nicht von der Bcschaltung des 
Source-Anschlusses abhangt. 
20 Be senders vorteilhaft ist es, wenn als konstantes Potential 
das Bezugspotential der Versorgungsspannung verwendet 
wird. Potentialschwankungen konnen dann ohne zusatzliche 
MaBnahmen gering gehalten werden. 

VDrteilhaft ist es auch, einen der Bereiche durch Zuschal- 
tung eines Selektionskreiscs in Unterbereiche zu leilen. Ins- 
besondere beim VHF-Band, das einen unteren und einen 
oberen Bereich aufweist, ist die Kopplung einer Verstarker- 
stufe mit dem Selektionskreis von Vorteil. 

Weiterhin ist vorteilhaft, den Selektionskreis, der fur den 
einen Bereich vorgesehen ist, so mit der Steuerelektrode des 
Halbleiterbauelementes fiir den anderen Bereich zu verbin- 
den, daB der Selektionskreis nur dann aktiviert ist, wenn die- 
ses Halbleiterbauelement ausgeschaltet ist. Dazu kann der 
Selektionskreis in der Art aktiviert werden, daB er mit dem 
Bezugspotential schaltbar verbunden ist und das VerscH:- 
gungspotential standig anliegt. Wrd der- Selektionskreis 
mit dem Bezugspotential verbunden, wird gleichzeitig die 
Steuerelektrode dieses Halbleiterbauelementes auf nahe- 
rungsweise das Bezugspotential gebracht, wodurch es 
spem. Zur Schaltung konnen einfache npn-Transistoren, de- 
ren Emitter mit dem Bezugspotential verbunden sind, einge- 
setzt werden. 

Weitere vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen sind in 
Unteranspriichen gekennzeichnet. 

Die Erfindung wird riachfolgend anhand eines in der Fi- 
gur dargestellten Ausfuhningsbeispiels naher erlautert. Die 

Figur zeigt: 

Eine erfindungsgemaBe Schaltungsanordnung. 

GemaB der Figur enthalt die Schaltungsanordnung ein er- 
stes Halbleiterschaltelement SEl, das Bestandteil einer er- 
sten Verstarkersrufe VSl ist, und ein zweites Halbleiter- 
schaltelement SE2, das zu einer zwei ten Verstarkerstufe 
VS2 gehort. Die Verstarkerstufen VSl, VS2 sind jeweils ei- 
nem Frequenzband zugeordnet Im Ausfiihrungsbeispiel 
nach der Figur ist die erste Verstarkerstufe VSl fiir das 
UHF-Band, die zweite Verstarkerstufe VS2 fUr das VHF- 
Band vorgesehen. 

Die Halbleiterschaltelemente SEl, SE2 weisen jeweils 
zwei Steuerelektroden CjAI, (jBI, CtA2 CjB2 auf zur Steue- 
60 rung eines Stroms in jeweils einem Hauptstrompfad zwi- 
schen einem Drain-AnschluB DRl, DR2 und einem Source- 
AnschluB SOI , S02. 

Ein EingangsanschluB IN, iiber den ein beispielsweise 
uber eine Antenne enipfangenes Hochfrequenzsignal der 
65 Schaltungsanordnung zugcfiihrt wird, ist iiber zwei in Rcihc 
geschaltete Widerstande Rl, R2 mit der ersten Steuerelek- 
trode GAl des ersten Halbleiterschaltelementes SEl ver- 
bunden. An den gemeinsamen Verbindungspunkt der Wi- 
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derstande Rl, R2 ist der AnodenanschluB einer Schaltdiode 
Dl angeschlossen. Der Kathodenanschlufi der Schalldicxie 
Dl ist mit einem Knotenpunkt KN verbunden. Die zweite 
Steuerelektrode GBl des ersten Halbleiterschaltelementes 
SEl ist uber einen Widerstand R4, zu dem ein erster Schal- 
ter SI in Reihe liegt, an einen AnschluB fur ein Bezugspo 
tential Vss angeschlossen. Der Knotenpunkt KN ist iiber ei- 
nen zweiten Schalter S2 ebenfalis mit dem AnschiuB fiir das 
Bezugspotential Vss verbunden. Ein dritter Schalter S3, ver- 
bindet den AnschiuB fur das Bezugspotential Vss uber einen 
Widerstand R5 mit der zweiten Steuerelektrode GB2 des 
zweiten Halbleiterschaltelements SE2. Die erste Steuerelek- 
trode GA2 dieses Halbleiterschaltelements SE2 ist iiber ei- 
nen Widerstand R3 mit dem EingangsanschluB IN verbun- 
den. Die Schalter SI, S2, S3 bilden zusammen eine Schalt- 
vorrichtung SV. Sie konnen jeweils als npn-Transistoren, die 
emitterseitig mit dem AnschiuB fur das Bezugspotential Vss 
verbunden sind, ausgcfuhrt scin. Die Stcucrung der Schalt- 
vorrichtung erfolgt iiber die Basisanschliisse der Transisto- 
renSl,S2,S3. 

Die Source-Anschlusse SOI, S02 der Halbleiterschait- 
elemente SEl, SE2 sind ebenfalis mit dem AnschiuB fiiir das 
Bezugspotential Vss verbunden. Den Drain-Anschliissen 
DRl, DR2 sind jeweils weitere Stufen des entsprechenden 
Frequenzbandes, die in der Figur nicbt eingeUragen sind, 
nachgeschaltet. 

Der Knotenpunkt KN ist mit Abstimmwiderstanden R13 
und uber einen Einsteliwiderstand R12 mit einem Versor- 
gungspotential Vdd verbunden. Die Abstimmwiderstande 
R13 sind jeweils mit dem KathodenanschluB einer Ab- 
stimmdiode DIO, deren Anodenanschliisse zusammenge- 
schaltet sind, verbunden. Die zusammengeschalteten Ano- 
denanschliisse der Abstiimiidioden DIO sind mit dem ge- 
meinsamen Verbindungspunkt eines Spannungsteilers aus 
einem Widerstand RIO und einem A^^derstand Rll verbun- 
den. Der Spannungsteiler RIO, Rll ist zwischen das Be- 
zugspotential Vss und das Versorgungspotential Vqd ge- 
schaltet. 

Der Selektionskreis nach der Figur weist vier Abstimm- 
widerstande R13 mit vier dazugehorigen Abstinmidioden 
DIG auf. Jede der Verstarkerstufen VSl, VS2 enthalt neben 
den Halbleilerschaltelementen SEl, SE2 jeweils Abstimm- 
kreise, die in der Figur nicht eingetragen sind. Der Selekti- 
onskreis SK des Teilempfangers fiir das VHF-Band ermog- 
licht es mittels der Abstimmdioden DIO Induktivitaten des 
VHF- Teilempfangers in ihrer Resonanzfrequenz zwischen 
dem unteren und dem oberen VHF-Band umzuschalten. Die 
Induktivitaten sind in der Figur nicht eingezeichnet. 

Die Bereichsumschaltung erfolgt durch bestimmte Steu- 
ersignale, die an die Schalter SI, S2, S3 der Steuervorrich- 
tung S V angelegt werden. Im vorliegenden Ausfiihrungsbei- 
spiel werden digitale Steuersignale verwendet, die auf die 
Basisanschliisse der npn-Transistoren SI, S2, S3 gegeben 
werden. Fur jeden npn-Transistor ist jeweils ein eigenes di- 
gitales Steuersignal vorgesehen. Die digitalen Steuersignale 
weisen bei spiels weise einen ersten Spannungspegel (Steuer- 
signal low) auf, bei dem die npn-Transistoren sperren und 
einen zweiten Spannungspegel (Steuersignal high), bei dem 
sie lei ten. Als Steuereingange der npn-Transistoren werden 
die Basisanschliisse benutzt. 

Die Schaltungsanordnung nach der Figur ist so ausgelegt, 
daB das Steuersignal high zu einem besiimmten Zeitpunkt 
nur an genau einem der Schalter SI, S2, S3 angelegt werden 
darf. Die Schalter, denen nicht das Schaltsignal high zuge- 
fiihrt wird, werden mit dem Schaltsignal low angcstcucrt. 
Die Schalter SI, S2, S3 werden beispielsweise iiber. eine 
Sieuerlogik, die ein Mikroprozessor in einem Fernsehgerat 
ansteueri, angesprochen. Die Steuervorrichtung SV selbsi 
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kann als Teil eines PLL-Schaltkreises ausgefiihrt sein. 

Je nach dem, an welchem Schalter SI, S2, S3 das Schalt- 
signal high anliegt, lassen sich drei Falle unterscheiden. Da- 
bei wird da von ausgegangen, daB die erste Verstarkerstufe 
5 VS 1 fiir das UHF-Band und die zweite Verstarkerstufe VS2 
fiir das VHF-Band ausgelegt ist. 

Das UHF-Band wird aktiviert, indem dem dritten Schal- 
ter S3 das Steuersignal high und den Schaitern SI und S2 
das Steuersignal low zugefiihrt wird. Der Schalter S3 leitet 
10 dann und verbindet das Bezugspotential Vss iiber den Wi- 
derstand R5 mit der zweiten Steuerelektrode GB2 des zwei- 
ten Halbleiterschaltelements SE2, wodurch dieses sperrt. Es 
kann nicht vom Hochfrequenzsignal, das vom Eingangsan- 
schluB IN iiber den Widerstand R3 der ersten Steuerelek- 
15 irode GA2 zugefiihrt wird, angesteuert werden. Diese 
zweite Verstarkerstufe VS2 fur den VHF-Bereich ist also 
dann deakiiviert. Das erste Halbleiterschaltelement SEl hin- 
gcgcn ist aktiviert, da seine zweite Steuerelektrode GBl 
vom Bezugspotential Vss getrennt ist und es iiber seine erste 

20 Steuerelektrode GAl vom Hochfrequenzsignal am Ein- 
gangsanschluB IN iiber den Pfad mit den Widerstanden Rl 
und R2 angesteuert wird. Der Pfad iiber die Schaltdiode Dl 
fiihrt kein Signal, da der Schalter S2 geoffnet ist und an der 
Kathode der Schaltdiode Dl kein niedrigeres Potential liegt 

23 als an ihrer Anode. 

Das untere VHF-Band (VHFI) wird aktiviert, indem dem 
ersten Schalter SI das Steuersignal high und den iibiigen 
Schaitern S2, S3 das Steuersignal low zugefiihrt wird. Uber 
den Widerstand R4 ist dann die zweite Steuerelektrode GBl 
30 des ersten Halbleiterschaltelements SEl mit dem Bezugspo- 
tential Vss verbunden, wodurch dieses sperrt. Es kann nicht 
iiber das Hochfrequenzsignal an seiner ersten Steuerelek- 
trode GAl angesteuert werden. Das UHF-Band ist deakti- 
viert. Das zweite Halbleiterschaltelement SE2 hingegen 
3.S wird von dem Hochfrequenzsignal, das am Eingangsan- 
schluB IN anliegt und iiber den Widerstand R3 der ersten 
Steuerelektrode GA2 zugefiihrt wird, angesteuert. Die 
zweite Steuerelektrode GB2 ist nicht mit niedrigem Poten- 
tial verbunden. Das VHF-Band ist aktiviert. Da der Schalter 
40, S2 geoffnet ist, ist der Selektionskreis SK nicht aktiviert. 
Die zweite Verstarkerstufe VS2 wird dann auf das untere 
VHF-Band abgestinunt. 

Das obere VHF-Band wird aktiviert- indem dem zweiten 
Schalter S2 das Steuersignal high und den iibrigen Schaitern 
45 SI und S3 das Steuersignal low zugefiihrt wird. Die Schalt- 
diode Dl schaltet, da ihre Kathode mit dem Bezugspotential 
Vss verbunden ist und niedrigeres Potential aufweist als ihre 
Anode. Uber die Schaltdiode Dl und den Widerstand R2 
wird die erste Steuerelektrode GAl des ersten Halblciter- 
50 schaltelements SEl mit dem Bezugspotential Vss verbun- 
den. Dieses sperrt somit, und der UHF-Bereich ist deaku- 
viert. Das zweite Halbleiterschaltelement SE2 wird iiber die 
zweite Steuerelektrode GA2 von dem Hochfrequenzsignal 
am EingangsanschluB IN angesteuert. Die zweite Steuer- 
55 elektrode GB2 ist nicht mit dem Bezugspotential Ws ver- 
bunden, der VHF-Bereich ist also aktiviert. Da der Schalter 
S2 geschlossen ist, liegt der Selektionskreis SK zwischen 
dem Bezugspotential Vss und dem Versorgungspotential 
Vdd. Es flieBt also ein Strom vom hoheren Vefsorgungspo- 
60 tential zuni niedrigeren Bezugspotential und der Selektions- 
kreis ist aktiviert. Die zweite Verstarkerstufe VS2 wird auf 
das obere VHF-Band (VHFH) abgestimmt. 

Es ist vorteilhaft, wenn das Hochfrequenzsignal am Ein- 
gangsanschluB IN von einem AGC-Schaltkreis (automatic 
65 gain control) zur Vcrfiigung gcstcllt wird. Eine solchc Rc- 
gelspannungsquelle gewahrleistet, daB unabhangig von der 
Feldstarke des beispielsweise iiber eine Antenne empfange- 
nen Signals der Pegel des Hochfrequenzsignals, das den 
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Verstarkerstufen VSl, VS2 zugefiihrt wind, nur geringen 
Schwankungen unterworfen ist. Der Wert des Widerstands 
Rl ist so groB zu wahlen, daB bei geschlossenem Schalter S2 
und somit einem SignalfluB voni FJngangsanschluR IN zum 
Bezugspotendal Vss der AGC-Schaltkreis nur gering bela- 5 
stet wird. 

Der Widerstand Rll bildet mil dem Widerstand RIO des 
Selektionskreises SK einen Spannungsteiler, der das Poten- 
tial an den Anoden der Abstimmdioden DIO auf einem Wen 
halt, der geringer ist, als das Versorgungspotendal V^d- 
Wenn der Schalter S2 geoffnet ist, sind dann die Abstimm- 
dioden DIO gesperrt. Erst wenn der Schalter S2 geschlossen 
wird, also bei Aktivierung des oberen VHF-Bandes, wird 
das, Kathodenpotential der Abstimmdioden DIO herabge- 
setzt und diese lei ten. Angeschlossene Induktivitaten wer- 15 
den dadurch beispielsweise kurzgeschlossen und die Reso- 
nanzfrequenz des zugehorigen Abstimmkreises an das obere 
VHF-Band angcpaBt. 

Der Spannungsteiler RIO, Rll kann auch durch eine Di- 
ode zwischen dem Versoigungspotential Vdd und den An- 20 
oden der Abstimmdioden DIO erselzt werden. 

Die Schaltdiode Dl eaitkoppelt den Selektionskreis SK 
von der ersten Steuerelektrode GAl des ersten Halbleiter- 
schaltelemenls SEl. Als Halbleitorschallelement eignet sich 
ein Dual-Gate-MOSFET. 25 

Die Schaltungsanordnung zur Bereichsumwandlung nach 
der Hgur kann Teil eines Tuner-Ics mit Mischer-, Oszillator- 
, ZF-Vorverstarker- und PLL-Funktion sein. 



schaltelemeni (SEl, SE2) ein Dual-Gaie-MOSFET 
vorgesehen ist. 

7. Schaltungsanordnung nach einem der Anspriiche 3 
bis 6, dadurch gekennzeichnet^ daB die Schaltvorrich- 
tung (SV) einen ersten (SI), einen zweiten (S2) und ei- 
nem dritten (S3) Schalter aufweist, daB uber den zwei- 
ten Schalter (S2) die eine Steuerelektrode (GAl) des 
Halbleiterschaltelements (SEl) der Verstarkerstufe 
(VSl) fur den einen Bereich (UHF) sowie ein An- 
schluB (KN) des Selektionskreises (SK) mit dem Be- 
zugspotential (Vss) verbunden ist, daB iiber den ersten 
Schalter (SI) die andere Steuerelektrode (CtBI) dieses 
Halbleiterschaltelements (SEl) mit dem Bezugspoten- 
tial (Vss) verbunden ist und daB iiber den dritten Schal- 
ter (S3) die eine Steuerelektrode (GB2) des Halbleiter- 
schaltelements (SE2) der Verstaricerstufe (VS2) fur den 
anderen Bereich (VHP) mit dem Bezugspotential (Vss) 
verbunden ist. 

8. Schaltungsanordnung nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die eine Steuerelektrode (GAl) 
des Halbleiterschaltelements (SEl) der Verstarkerstufe 
(VSl) fiir den einen Bereich (UHF) iiber eine Schalt- 
diode (Dl) mit dem zweiten Schalter (S2) verbunden 
ist. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



Patentanspriiche 30 

1. Schaltungsanordnung zur Bereichsumschaltung in 
Hochfrequenzempfangern mit zwei Bereichen (UHF, 
VHP), fiir die jeweils eine Verstariterstufe (VSl, VS2) 
vorgesehen ist, die zur Auswahl eines der Bereiche mit -^5 
einer Schaltvorrichtung (SV) jeweils aktivierbar ist, 
wobei wenigstens eine Verstarkerstufe (VSl, VS2) ein 
iiber zwei Steuerelektroden (GAl, GBl; GA2, GB2) 
ansteuerbares Halbleiterschaitelement (SEl, SE2) mit 
zwei iiber einen Hauptstrompfad verbundenen An- 40 
schlussen (DRl, SOI ; DR2, S02) enthalt, dadurch ge- 
kennzeidiinet, daB einer der Anschliisse (SOI, S02) 
unabhangig vom ausgewahlten Bereich konstantes Po- 
tential aufweist. 

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 45 
gekennzeichnet, daB dieser AnschluB (SOI, S02) mit 
einem Bezugspotential (Vss) der Versorgungsspan- 
nung verbunden ist. 

3. Schaltungsanordnung nach einem der Anspriiche 1 
Oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Verstarker- 50 
stufe (VSl) fiir den einen Bereich (UHF) an einen Se- 
lektionskreis (SK) gekoppelt ist, mit dem die Eigenfre- 
quenz des anderen Bereichs (VHP) veranderbar ist. 

4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Selektionskreis (SK) mit einer 55 
der Steuerelektroden (GAl) des Halbleiterschaltele- 
ments (SEl) der Verstarkerstufe (VSl) fiir den einen 
Bereich (UHF) so verbunden ist, daB der Selektions- 
kreis (SK) deaktiviert ist, wenn das Halbleiterschaitele- 
ment (SEl) uber diese Steuerelektrode (GAl) leitend 60 
geschaltet ist 

5. Schaltungsanordnung nach einem der Anspriiche 3 
Oder 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Selektions- 
kreis (SK) eine Parallelschaltung von Reihenschaltun- 
gcn, die jeweils cine Diode (DIO) und einen Wider- 65 
stand (R13) einschheBen, aufweist. 

6. Schaltungsanordnung nach einem der Anspriiche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB als Halbleiter- 
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